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BYT 52.

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schnelle Gleichrchter und Schalter

Besondere Merkmale:
® Glaspassivierte Sperrschicht @ Miedrige Sparrstrome
@ Hermetisch dichtes Gehiuse @ Soft-recovery-Verhalten

Abmaeassungen in mm

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Spitzensperrspannung

BYTE2Z A L2y 1 — 50
BYTSE2B Une Unma 100
BYT 52D |y — 200
BYTE2G U Une 400
BYTS2J U Vnpsa 600
BYT 52 K Uge Uamag 800
BYTS52Z M U Vg 1000
StoBdurchlaBstrom
t,=10ms - 20
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 2.4 [, 0,85
I=10mm, T =25"C Fig. 3 fpay 1.4
Sperrschichitemperatur T 175
Lagerungstemperaturbereich ‘J'“,:| —B656...+178
Maximale Wirmewiderstiinde
Sperrschicht-Umgebung
=10 mm, T, =konstant Fig. 1 R 60
auf Leiterplatte im Rester 25 mm  Fig.2 A, 116
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BYT 52.

KenngréBen Min. Typ. Max.
Ti =25 =C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

r=1A BYTBZA. .BYTEZJ U 1.3 W
FF=1A BYTE2ZK.BYTS2M PR 1.4 W
Sperrstrom
U = U ly 5 A
Uy = U““. T. =150 *C L, 150 A,
Ruckwartserholzeit
=058A1=1A1=025A . 200 ns
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